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インタビュー録：GaN系青色LED開発の先駆者Herbert Paul Maruska博士（2） 195
とは言えるが，有力校だからと言って必ずしもうまくいくとは限らない。フロリダ大学は，半導体工
学の分野で大きな研究施設を要していたが，ZnSeやZnSの研究は行われていた（また３M社と共同研
究も行われていた）一方で，GaNは研究対象とはなっておらず，そこに研修目的で中村修二氏が滞在
していたことは広く知られているが，結晶成長技術の習得以上の意味はなかったようである。一方で，
インタビュー当時Maruska氏が特任教授として在籍したサウス・カロライナ大学は，半導体工学の分
野では全くの無名な地位から，研究施設で中心的な役割を果たすKhan教授の尽力によって，ここ数
年でGaN系の研究ではアメリカでもトップ・レベルの大学として認知されるまでに成長したとも言う。
　第三に，運や才能についての一般的な問いかけに対して，Maruska氏は研究成果で評価すべきだと
の回答に加えて，一種のセレンディピティの効用についても言及があった。つまり目前の事物につい
て，優れた研究者は凡人とは違う本質を見出し，画期的な成果を収める。ただし，ただアイデアがど
こからともなく浮かんでくるというものではなく，過去の経験や学術的知見の広さ・深さに裏付けら
れたものであることが，言外に示されていたやに思われる。
　第四に，アメリカにおける研究費の予算執行に対する説明責任については，かなり日本より厳しい
基準が設けられているようである。とくに長期にわたる研究が非常に難しくなり，設備が撤去された
り付け加わったりを繰り返すため，同じ設備で同じ研究をずっと続けられた日本の赤﨑氏らのチーム
の優位性は大きいと述べられていた。
　最後に，GaNのパワー半導体としての用途について述べられた。SiCと並んでGaNは大電圧下での
スイッチングが可能とされている。従来品はSiベースで構築されているが，電力変換容量が高まるほ
ど高速なスイッチングが困難になるとされており，電気自動車やスマートグリッドの普及，再生可能
エネルギーによる発電事業の拡大などは，パワー半導体普及を後押しする要因となっている。またス
イッチングのための電力損失が低減できることから，省エネルギー化の期待が大きいこと，またデバ
イスの小型化によってあらゆる電化製品にも実装可能といった利点がある。
　Siのように大きなバルク単結晶を作成できないため，現在異素材の基板上にエピタキシャル成長さ
せる方式が採用されるが，小さいながら単結晶ウェハの開発も進められている。基本物性の観点から
はGaNがSiCを上回るが，熱伝導についてはSiCが優れており，またバルク単結晶の開発も後者が先行
しているようである。ただしGaNはLED関連の生産量が圧倒的に多く，規模の経済性を活かして低価
格化できる利点がある。またデバイスが小型化できることから，将来的には単結晶ウェハの小ささも
それほど不利ではないと考えることも可能である。こうした実用性の広がりが，GaN系デバイスへの
さらなる研究開発努力を誘発し，アプリケーションが拡大し，技術的限界が乗り越えられていくこと
は，SiとGaAsの研究開発競争の歴史を振り返っても明らかであり，今後の発展が見込まれるところ
である。
　

